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研究成果の概要（和文）：半導体の中には電子トラップと呼ばれる電子の落とし穴が複数存在する。原子ほどの
大きさしかない電子トラップを１つずつ捉えその電気的影響を調べる計測技術はまだない。本研究は、極細の金
属短針によって原子レベルの空間分解能をもつ走査プローブ顕微鏡に、トラップに捕らわれ動きを制限された電
子の電荷を増幅する独自のメカニズムを付与し、トラップを出入りする電子の動きを雑音として検知し分析する
新しい単一トラップ計測技術を開発した。さらに、この計測技術を分子の電気的性質を調べることに応用した。

研究成果の概要（英文）：A novel characterization technique for detecting single electron trap in a 
semiconductor surface has been developed in this research project. The characterization system is 
composed by integrating a scanning probe microscope, achieving atomic-scale spatial resolution owing
 to a very narrow metal tip, and a charge amplification mechanism using a semiconductor nanowire 
through the local capacitive coupling between the metal tip and the electron trap. The dynamic 
behavior of the electron in a single trap is detected as current noise in the semiconductor nanowire
 and the electric properties of the trap are characterized by the noise analysis. This 
characterization technique has been successfully applied to the characterization of the single 
molecular nano-particles.

研究分野： 半導体電子デバイス
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研究成果の学術的意義や社会的意義
半導体デバイスのなかに存在する電子の落とし穴である電子トラップは、電子の流れをゆがめたり電子が持って
いるエネルギーを奪い熱にかえてしまう。これらはデバイスの特性を劣化させたり、デバイス寿命を縮める原因
になっている。本研究の成果は、個々の電子トラップの位置とその性質を捉える計測技術を提供することで、電
子トラップが悪影響をおよぼすメカニズムの理解を助け、電子デバイスの安定動作や電子機器の長寿命化に貢献
する。
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